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PENDEKATAN TEORI FUNGSI KERAPATAN 

ABSTRAK 

Silicene merupakan bahan monolayer dari atom silikon yang tersusun 

atas atom-atom silikon yang berbentuk heksagonal 2D yang mirip 

dengan graphene. Penggunaan silicene sudah dimulai pada penelitian 

yang dilakukan oleh Takeda dan Shiraishi pada 1994. Silicene lebih 

kuat ikatannya dibandingkan dengan graphene dikarenakan silicene 

memiliki Spin Orbit Coupling (SOC). Dengan Teori Fungsi 

Kerapatan, secara komputasi bisa dilakukan pemodelan terhadap 

atom silicene untuk diketahui sifat optiknya. Penggunaan doping 

untuk atom Boron (B) dan Nitrogen menambah variasi untuk 

diketahui sifat optiknya. Hasil penelitian ini adalah membuat nilai 

indeks bias silicene, jika didoping B atau N akan menjadikan nilai 

indeks bias pada energi rendah tetapi nilainya kecil. Pada reflektifitas 

akan membuat nilainya semakin kecil dan lebih fluktuatif pada energi 

rendah. Begitu pula pada nilai koefisien absorbsi. Berbeda jika 

didoping dengan atom Boron Nitrid (BN), hasilnya akan lebih 

fluktuatif dan posisi akan menghasilkan nilai yang berbeda diluar dari 

sifat optik dengan satu doping pada umumnya.  

 

Kata kunci : Teori Fungsi Kerapatan, Silicene, Sifat optik, Indeks 

bias, reflektifitas, koefisien absorbsi 
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EFFECT OF DOPING BORON (B) AND NITROGEN (N) FOR 

LINIER OPTIC PROPETIES OF SILICENE WITH DENSITY 

FUNCTIONAL THEORY APPROXIMATION (DFT) 

 

ABSTRACT 

Silicene is a monolayer material of atomic atoms composed of 2D 

atomic hexagonal atoms similar to graphene. The use of silicene has 

already begun in research conducted by Takeda and Shiraishi in 1994. 

Silicene stronger bonds with graphene result in silicene having Spin 

Orbit Coupling (SOC). With Density Function theory, modeling of 

silicene atoms can be known for their optical properties. The use of 

doping for atoms of Boron (B) and Nitrogen adds variation to known 

optical properties. The result of this research is to make the refractive 

index of silicene, if doped B or N will make the refractive index at 

low energy. On reflection will be higher and more volatile at low 

energy. Similarly, on absorption. When compared to Boron Nitrid 

(BN) atoms, the result will be more fluctuating and the position will 

result in a different optical properties with one doping in general. 

 

Keywords: Density Function Theory, Silicene, Optical properties, 

Refractive index, reflectivity, absorption coefficient 
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